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تغییرِفازدهنده ِ مواد یِ برا کمتوان یِ ͳمدارگزین

ِ حالت و بیشل، ِ فاز با قط΄ ِ حالت مثلَن است. تغییرِفازدهنده ِ مواد داده ِ انبارش یِ راهها از یΈی

است. بلورین ِ حالت ِ مقاومت ِ برابر 100 بیشل ِ حالت ِ مقاومت میشود. متناظر بلورین ِ فاز با وصل

تا میشود هم را آنها در ͳمدارگزین ِ زمان نمیشوند)، پاک تغذیه ِ منبع ِ قط΄ (با اند ͳدائم حافظه�ها این

است. زیاد یِشان ͳمدارگزین یِ برا لازم یِ انرژی اما کرد، کم نانُثانیه ِ حد

محبوس ͳکربن یِ نانُلوله�ها در را مواد این از نانُمتر) چندصد تا چندده یِ اندازه (به ی ریز ی ی دانه�ها

5 µA تا 0.5 µA ِشان تغییرِحالت یِ برا لازم ِ جریان که اند ساخته یی بیتها ترتیب این به و اند کرده

یِ برا لازم یِ انرژی و ولتاژ بشود میرود انتظار .[1] ͳفعل ِ مشابه یِ حافظه�ها از کمتر بار 100 است،

داد. کاهش بیت بر فمتُجول Έی و ولت Έی ترتیب به از کمتر به هم را تغییر

[1] Science DOI: 10.1126/science.1201938


